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摘要(译)

一种薄膜半导体器件，包括保持恒定电特性的薄膜晶体管（TFT）和有
机发光显示器件。薄膜半导体器件包括：衬底;薄膜晶体管（TFT）设置
在基板上并包括半导体层，该半导体层包括源区和漏区，其中源区的一
部分与漏区间隔开并部分地围绕漏区，并且其中漏极区的一部分与源极
区间隔开并部分地围绕源极区。
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